
ГТ308 

Typ tranzystora: tranzystor germanowy 
Firma: ZSRR 

Wykonanie: tranzystor germanowy dyfuzyjny 
p-n-p małej mocy w.cz., w hermetycznej obudowie 
metalowej 
Zastosowanie: układy wzmacniające i generacyjne 
w urządzeniach powszechnego użytku, układy 
impulsowe 

Rys. 1-1318. ГТ308 Typy podobne: 2N807, 2N1204A, 2N1561 

Wartości charakterystyczne11 

ГТ308А ГТ308Б ГТ308В 
IcBO 2 2 2 (j.A przy Uc = 5 V 
IEBO 50 50 50 [ A A przy VE = 2 V 
UBEsui 0,5 0,5 0,5 V przy Ic = 10 mA, IB = 1 mA 
UcEsat 1,5 1,2 1,2 V przy Ic = 50 mA, IB = 3 mA 
fr 90 120 120 MHz przy Uc = 5 V, IE = 5 mA 

/ = 20 MHz 
20H-75 504-120 804-200 przy Uc= 1 V, IE = 10 mA, 

/ = 50 Hz 
F 8 dB przy Uc = 5 V, IE = 5 mA, 

/ = 1,6 kHz 
C E 

25 25 25 pF przy UE = 1 V, / = 5 MHz 
C C 8 8 § pF przy t / c = 5 V, / = 5 MHz 
rb'b С с 400 400 500 ps przy Uc = 5 IE = 5 mA, 

/ = 5 MHz 
's 1 [AS przy Jc = 50 mA, 7B = 4 mA, 

/ = l-i-10 kHz 
's 1 [AS przy / c = 50 mA, IB = 2 mA, 

/ = 14-10 kHz 
's 1 [AS przy J c = 50 mA, 

IB = 1,25 mA, 
/ = 14-10 kHz 

Wartości graniczne 

^ C B O max 20 V W max 1205) mA 
UcER max 122) V p tot max 150 mW 
UcBX max 303) V p Mtot max 3605) mW 
UebO max 34) V 'j max 85 °C 
'i' max 50 mA 'cimb - 5 5 4 - + 60 °C 

» tamb = 2 0 ° C ( ± 5 " C ) 
2> Rb = 1 Ш 3> lp < 1 [AS 

« JE « 2 mA 5> tP 5 us 
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Rys. 1-1319. Charakterystyki wejściowe 
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Rys. 1-1320. Charakterystyki wyjściowe 
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Rys. 1-1323. Zależność współczynnika wzmoc-
nienia prądowego od prądu emitera 
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Rys. 1-1324. Zależność prądu zerowego ko-
lektora od temperatury otoczenia 

Rys. 1-1325. Zależność pojemności kolektora 
od napięcia kolektora 

Rys. 1-1326. Zależność napięcia przebicia 
kolektora od rezystancji bazy 


